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DES PRINCIPAUX TRANSISTORS
DE FABRICATION FRANGAISE

E dernier Salon de lz Pidce détachée

Radio a montré A ses visiteurs l'effort
4 de l'industrie frangaise dans le domaine
semi-conducteurs, et présenté un certain
tbre de nouveautds. Les études actuellement
ides se poursuivent dans trois directions
cipales :

- Accroissement de la fréquence.
- Augmentation de la puissance.
- Etude de transistors au silicium,

lans le domaine de l'accroissement de [a fré-
nce, le centre de Recherches Physico-chi-
ues de Patezux de la C.S.F. présente deux
velles structures.

} Structure & base diffusée,

. semble bien qu'au deld de 100 Me/s, les
:édés s'apparentant aux techniques d'alliage
nt définitivement dépassés et que c¢'est 1'uti-
tion des techniques de diffusion qui appor-
. la solution.

Yans 'élément présenté par cette firme, la
2 est obtenue par une couche de germaninm
¥ » épaisseur 1 micron environ, diffusée
du germanivm « P » ,

& contact de base et Pémetteur sont réalisés
€vaporant sur la base 2 surfaces rectangu-

laires d'or et d'aluminium de 25 X 100 mi-
crons Séparées par une distance de 12 microns.
On attend de cet élément des fréguences de
coupure de plusicurs centaines de Mc/s.

b) Structure unipolaire Alcatron.

Cet élément fait partie d'un programme de
recherches concernant les siructures i effet de
champ, structures qui permettent d'espérer des
puissances supéricures & celles obtenues avec
les éléments 3 base diffusé pour des fréquen-
ces identiques et qui ouvrent la voie de l'utili-
sation de matériaux semi-conducteurs autres
que Ge et Si,

L’Alcatron est une structure de forme annu-
laire qui donne d’ores et déjd, des fréquences
intéressantes avec une géométrie qui n'est plus
du domaine de la microscopie et laisse donc
espérer des puissances notables.

Augmentation de Iz puissance.

Poursuivant ses études sur les transistors de
forte puissance, les laboratoires CS.F. réa-
lisent des profotypes d'un transistor 15 A, dont
les performances sont équivalentes & celles du
2 N 174 de Delco. Ce transistor pourra tenir
des tensions de 80 V. et couvrira ainsi une
large gamme d'utilisation de tramsistors en
puissance,

TABLEAU 1
TRANSISTORS HF ET MF

Etude de transistors au silicivm.

Des études se poursuivent sur l'ntilisation
des techniques de diffusion pour la réalisation
de transistors au silicium, Des prototypes ont
été réalisés dont la fréquence de coupure est
de l'ordre de 15 Mc/s et qui sont capables de
dissiper plusieurs watts,

Mais avant que ces maquettes et prototypes
doivent devenir dams un proche avenir du
domaine de la production courante nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en présentant les
principaux types de transistors, de construction
frangaise, actucllement mis & leur disposition.
Nous espérons ainsi les inciter & devenir des
adeptes des semi-conducteurs et 3 se familia-
riser avec les circuits d’utilisation de ces nou-
vaux éléments.

Transistors HF et MT.

La nouveauté essentielle de la production du
Département Semi-Conducteurs de Ia C.8.F. est
constituée par les transistors DRIFT 30 Mc/s
(PNIP au germanium). Ces transistors ont une
fréquence de coupure de 30 Mc/s, Ils permet-
tent, en particulier, de constituer les étages HF
des récepteurs recevant la pamme des ondes
courtes de 13 m & 50 m.

T Fréquenlce
ension Courant : . nominale
Gain nominal .
: collectenr- collecteur de coupure Applications T
Type Jonctions buse max A en c(%l)lrant (baso principales Fabrication
] (mA) commune)
Fo (Mc/s)
QC 44 PN — 15 — 10 100 (— I. = 1 mA) 15 Mélangeur-oscillatenr
QC 45 PNP — 15 e 10 50 (— 1. = 1 mA) 6 Amplification FI
0CI39 NPN 20 230 > 20 (. = 15 mA) > 3,5 Commutation rapide Radiotechnique
QCL40 NPN 20 250 > 50 (I. = 15 mA) > 4,5 Commutation rapide
0Ci41 NPN 20 250 >100 (I. = 15 mA) > 9 Commutation rapide
0oC170 PNP — 20 — 10 80 (I. = 1 mA) 70 Usages généraux
SFT106 PNP — 18 - 50 30 3 Amplification FI
SFT107 PNP — 18 — 50 50 6 Amplification FI
SFTing PNP — 18 — 50 80 10 Convertisseur HF
SFT115 DRIFT 40 10 60 a0 Tous usages 40 V
SFT116 DRIFT 24 10 60 30 Ampli HF 10 Mc/s C.S.F
SE5117 DRIFT 24 10 60 30 QOscillateur 20 Me/s
SFT118 DRIFT 24 10 &0 30 Mélangeur 18 Md/s
SFT119 DRIFT 24 10 60 ap Amplification FI
SET120 DRIFT 24 10 60 30 Convertisseur 1 Mc/s
SFFi126 PNP — 24 — 250 30 (— 1. = 1 mA) 5 | Ampli HF
SET127 PNP — 24 — 250 50 (— Te = 1 mA) 7 Ampli HF
SFT128 PNP — 24 e 250 80 (— I. = 1 mA) 10 Ampli HF
2N135 PNP — 20 — 50 20 3 Amplification FI
2N136 PNP — 20 — 50 40 5 Amplification FI
2N137 PNP — 10 — 50 60 7 Amplification ¥I Thomson-
THP61 NPN 15 25 — 2 Amplification FL Houston
THP62 NPN 15 25 — 2 Amplification FI
THP35 NPN 30 — — 3 Amplification FI
THP36 NPN 30 — —_ 5 Amplification FI
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TABLEAU 11
TRANSISTORS BF

‘Tension Courant . . Fréquence | Dissi-
. collectenr- collecteur Gain nominal de coupure | pation Applications
Type Jonctions | bage max max en courant (base collecteur rincipales Fabrication
- vy | (= ma) (8) communc) | (mW) P
Fa (k¢/s) | & 25°C
ac 57 PNP 7 10 50 (— I, = 0,5 mA) . 500 10 Prothése auditive
0C 58 PNP 7 10 65 (— 1. = 0,5 mA) 650 10  {Prothése auditive
0oC 59 PNP , 7 10 90 (— I. = 0,5 mA) 900 10 |Prothése auditive
ocC 70 PNP 30 50 30 (— I. = 0,5 mA) 450 125 Amplification
oc 71 PNP 30 50 47 (— I. = 0,5 mA) 500 | 125  |Amplification
0C 72 | pnp 32 125 70 (— 1. =10 mA) | > 350 | 165 |Amplification de sortic
2-0C 72 )
et commutat. Radiotechnique
9 88 ?’i PNP 20 300 100 (—— I. = 50 mA) 1500 555 |Amplification de sortie
ocC 75 PNP 30 55 0 (—I. = 3 mA) 700 125 Amplification
Qc 76 PNP 32 250 70 (— I, = 10 mA) 165 |Commutation
oc 77 PNP 60 250 70 (— I = 10 mA) > 350 165 (Commutation
Commutation pour cou-
0oC 80 PNP |- 32 600 100 (— I. = 50 mA) > 1000 555 _ rantg forls
SFT101 PNP 24 150 30 100 Amplification
SFT102 PNP 24 . 150 50 100 Faible puissance (pré-
SFT103 PNP 24 150 80 100 amplis et drivers)
SFT12} PNP © 24 250 30 150 Faible puissance
SFT122 PNP 24 250 50 150 Push-Pull classe B C.S.F.
SFT123 PNP 24 250 80 150 [jusqua 500 mW
SFT130 PNP 24 500 30 550 Moyenne puissance
SFT131 | PNP 24 500 70 550  [Push-Pull classe B
jusquwa 2 W
SFT124 PNP 24 500 30 350
SFT125 PNP 24 300 70 350
SET141 PNP 45 250 30 (— I. = 100 mA) 800 200 Amplification
SFT'142 PNP 45 250 50 (— I. = 100 mA) 1000 200 basse fréquence C.S.F.
SFT143 PNP 45 500 30 (— I. = 250 mA) 800 350 ou
SFT144 PNP 45 500 50 (— I, = 250 mA) 1000 350 commutation
SFET143 PNP 45 750 30 (— 1. = 250 mA) 800 550 lente
SFT146 PNP 45 750 50 (— I. = 250 mA) 1000 550

TABLEAU III
TRANSISTORS BF

Thomson-Houston

2N- | 2N- ] 2N-
2N43 | 2N44 |2N186|2N187{ 2N 188 186A | 187A | 188A ,ZN189 2N190{2MN191{2N192|2N265

Limifes absolues d'ufilisation

Dissipation admissible au  collecteur 2 :
25°C ..., C e e (mW) 150 150 75 75 75 180y 180 180 75 75 75 75 75

Tension entre collecteur et base ........ (V}| — 45| — 45| — 25 — 25| — 25} -~ 25| . 25| — 25
Tension entre émetteur et bass ........ W) — 5= 51— 5| - 5|— 5| — 5
Tension entre collecteur et émetteur

Revo = LKD) ..ovvveivinininns vres (V) — 25] — 25| — 25| — 25| — 25
Courant colecteur .................. (mA) 50 501 200 200 200{ 200] 200| 20G 50 50 50 50 50

Caractéristiques moyennes 4 25°C

Tension collecteur «..ovvveveenn... conn (VI — S| 5| —12) — 12| — j2| — 12} — 12| — 12} — 12| — 12] — 12| — 12] — 12
Courant émettedr ....oovvvennnen..,. (mA) i i 1 1 1 1 1
Gain max. en puissance (en E.C) ...... (dB}) 40 19 28 30 a2 28 30 32 a7 41

Montage en E.C. classe A

Impédance d'entrée base 3 émetteur
A = 1 MA) ©eerenrenrenenannns ) WLy g 220 4

Gain de courant (Voo = — SV, L = 1mA) 24 16 54 751 118

. Monfage E.C, symétrique classe B
Puissance de sortie max. pour distorsion

<5 % ... e, veee (mW) 300/ 300p 300 750; 750| 750
Impédance d'entrée (signal fort) pourdl, =
1.50 11 N A {49)] 1,2 2 2,6 1,2 2 2,6
Gajn de courant (V. = 1V, I. = 150 mA) 24 36 54 24 36 54
Fréquence de coupure en B.C, (Me/s) ...... 0,8 1 1,2 0,8 1 1,2 0,8 1,2
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Citons : le SF-T 116 pour amplificateurs
H.E. jusqui 10 Mec/s; fe SF-T i17 pour
oscillateurs jnsqu'a 23 Mc/s; le SF-T 113 pour
itages mélangeurs jusqua 10 Mc/s; le SB-T
119 pour amplificateurs M.F, a 455 kelsy le
SFE-T 120 pour convertiseurs de haute fré-
quence.

1a Radiotechnique présente le nouveau
fransistor PNP OC170 dont la fréquence de
coupure séléve & 70 Mc/s, et les transistors
de la série OC 139, OC 140, OC 14}, du type
N-P-N par alliage, de construction tout verre,
Ces transisiors de structure symétrique ont été
étudiés pour des circuits de commiutation
rapide & haut courant. Ces {ransistors ont une
structure qui leur confére des propriétés bila-
térales. Par conséquent, les deux contacts du
type N pezuvent &lre ulilisés soit comme émet-
teur, soit comme coflecteur,

En ce qui concerne les caractéristiques élec-
triques, il y a, en général, une légére différence
entre les deux sens, due & de petits écarts de
symétrie. Aussi ces transistors ont un cbté col-
lecteur préféré qui est indiqué par un point
rouge sur Penveloppe.

Les transistors OC 139, OC 140 et OC 141
ont été étudiés en vue d’application & la com-
mutation sur des signaux foris, Ils se caracté-
risent done par une bonne régularité de leur
amplification de courant jusqu'aux valeurs
élevées du courant de collecteur.

En ce qui concerne le changement de fré-
quence, nous avons le choix entre 'OC 44 de
1a Radiotechnique, le 2 N 135 de la Thomson-
Houston et le SF-T 108 de ta C.S.E, dont la
fréguence de coupure est de 10 Me/s. L'am-
plification M.E. offre un choix important d'¢-
chantillons; OC 45 & la Radiotechnique, SF-T
106 et SF-T 107 a la C.8.F,, 2N 135, 2N 136,
2N 137 & la Thomson auxquels il faut ajouter
e THP 61 et le THP 62, transistors & jonction
NPN au silicium destinés A foncionner & des
températures élevées, qui viennent s'ajouter aux
transistors de méme type THP 35 et THP 36.

Transistors BF de moyenne puissance

Parmi les nouveautds, les transistors de
moyenne puissance de la CSF SF-T 130 et 131
permettent de constituer des étages B.F, de

sortie push-pull, classe B, délivrant une puis-
sance de Pordre de 2 W sur haut-parfeur, Ces
transistors sont particulidfrement congus pour
les é&lectrophones portables. La CSF continue
A présenter de nombreux aufres types de Ia
série SE-T tels que le SF-T 101, SF-T 102,
SE-T 103 qui permettent d'obtenir wne puis-
sance de sortie de 100 mW.

De son c6té, la Radiotechnique poursuit 1a
fabrication de ses deux types bien connus

Transistor de puissance

OC70 et OCTIi, tandis que la Thomson-Hous-
ton nous oftre scs mouveaux transistors 2N190,
2N192 et 2N265.

Pour l'étage final symétrique classe B des
récepteurs, les types OC72 et OC74 de la
Radiotechnigue, les types SF-T 121, SF-T 122,
SE.T 123, de la CSE, et les 2N186, 2N187,
INi8% de la Thomson-Houston permeftent
d'atteindre des puissances de sortie s'élevant
au maximum & 500 mW. Pour les puissances
supérieures, on trouve, chez celte firme, les
IN186A, 2NI8TA et 2N188A, dont la puis-
sance de sortie peut s'élever & 750 mW, et
chez la C.S.H,, les types SE-T 130 et SC-T 131
qui, en push-pull, classe B, peuvent donner
une puissance de sortie s'élevant & 2 W.

TABLEAU IV

TRANSISTORS DE PUISSANCE

Transistors de puissance

Les ftransistors de puissance SF-T
SE-T 114 et SE-T 150 de 1a CS.F, perme
de constituer des Zftages de sorlie B.F.
vrant une puissance de 4 W sur haut-pa
en classe A, une puissance de 10 W sur )
parleur, avec un montage push-pull, class
Ces transistors sont avantageusement ul
dans les récepteurs auto-radio, Chez Ia T
son, les types THP45, 'THP46, THP47
particuli¢rement recommandés pour la
mande des relais, des convertisseurs de ter
des osciliateurs, des amplis BF de puiss
La température maximuwm de Ia jonction ¢
85°C. Dans tous les cas, ces transistors
vent &tre montés sur une plague métalliqr
50 % 50 afin d’assurer un refroidiss
normal, Si le collecteur doit &tre isolé
masse, celui-ci étant réuni au boftier, on
calera vne rondelle de mica entre le boil
le chiissis. Afin dassurer une meilieure
ductivité thermique, on enduira cette 10
de praisse silicone.

La Radiotechnique continue & présen
transistor OC6, gqui peut fournir une
sanec de sortie de 2,5 W en classe A el
en montage symétrigue classe B. Ce ty
complété par FOCI9, POC26, 1'0CY
deux derniers permettant d’atteindre une
sance de sortie de 4 W, et plus récemme
le type OC 30 qui délivie 1 W en cls
et jusqwd 4 W en montage symé
classe B.

Conclusion

Les semi-conducteurs s'affirment chagt
davantage comme éléments de choix d
domaine de Y'électronique.

La production industrielle des transisi
moigne de la maitrise acquise dans la
logie de fabrication cependant que Je:
ratoires ménent des travaux de recherc

a Pamélioration des performances

sant A

La pamme, déja étendue, des semi-¢
teurs de fabrication frangaise, permet
faire un grand nombre de besoins et d
ces de Pindustrie de Pélectronique.

Tf]:nsion. Courant Temps
collecteur- | collecteur max, Gain moyen Résistance ot
Types Jonctions | base max max de Ia courant thermique %ﬁ%ﬁfiagﬁ%& Fabricat
jonction (8) (K°C/W) P
(— V1 {(— mA) )]
oC 16 PNP 32 3 75 35 (— L. = 0,3 A) 2 Applications B F
oC 19 PNP 32 3 75 35 (— 1, = 0,3 A) V2 Applications B ¥
QOC 26 PNP 32 3,5 %0 0(—1I.=1A4) 2 Amplification de sortie
(4 W)
ocC 27 PNP 32 3,5 90 90 (-— TI. = [ A) 2 Amplification de sortic
¢ W) Radiotec
0C 28 PNP 80 6 90 50 (— L. = 1 A) 1,2 Commulation pour cou-
rants forts
ocC 29 PNP 80 6 90 60 (— Jo = 1 A) 1,2 Commutation pour cou-
rants forts
ocC 30 PNP 32 1,4 75 36 (— 1. = 0,1 A) 7,5 Applications BF
SFT113 PNP 30 3 75 40 (— I. = 1 A) Amplification de puis-
SFTi14 PNP 60 3 75 40 (— I. = 1 A) sance C.S.
SFTi50 PNP 40 3 75 40 (- L. = 1 Classe B: 10 W
THP44 PNP 12 . — — — Classe A: 4 W et
THP4S PNP 15 . e 85 20 (— 1. =2 A) Amptification Thom
THP46 PNP 30 — 8s 20 (— 1. = 2 A) de puissance Hous
THP47 NP 60 — 85 20 (—1I. = 2 A)
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